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1سوال

)4(

را رسـم و  ليـزر هاي مربوط به يكمنحني مشخصه. را توضيح دهيدپرو -فابريليزراساس كار )الف

.مقايسه كنيدLEDو با به طور مختصر توضيح دهيد

. را در هر دو حالت ديودي و اهمي رسم كنيد) Nنوع (هادينيمه-دياگرام باند انرژي اتصال فلز) ب

.هر يك از اين دو حالت را بيان كنيدشرايط لازم براي دستيابي به 

EBOCBOIN(مـول  –گيري ضرايب ابرس روش اندازه) ج II ,,,αα (    را بـراي يـك ترانزيسـتورNPN

.نوضيح دهيد

2سوال

)4(

:تحت باياس مستقيم داريماي، براي يك ديود پله
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.غلظت حاملهاي اقليت را رسم كنيد) الف

)(تركيب رخ ندهد، براي Pدر صورتيكه در ناحيه ) ب xn Pδاي بدست آوريد، معادله.

3سوال

)4(

بدست آوريدP+Nدر يك پيوند xnمعادلات جريان نفوذي و رانشي الكترون را بر حسب ) الف

]driftnndiffnn xIxI اعمالي، مثبت و  فرض كنيد ولتاز. ])(,)(
q
kTV .است<<

].توانيد استفاده كنيدمي) بدون اثبات(از كليه معادلات و فرمولهاي پيوست، صورت لزومرد[

.رسم كنيدxnهر يك از مولفه هاي جريان را بر حسب )ب

.معادله كلي جريان در اين ديود را بنويسيد) ج
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4سوال

)4(

npفرض كنيد يك پيوند )(32شيبدار بصورت nبا ناحيه + xxNd ناحيه تخليه . ساخته شده باشد=

)( 0nxW .كشيده شده استnدرون ناحيه Wتا يك نقطه nx=0عمدتاً از محل پيوند در ≅

بدسـت  xε)(ميدان الكتريكـي  رابطه اي براي ابتدابا اعمال قانون گوس بر روي ناحيه تخليه،) الف

.وريدآبدست را ماكزيمم شدت ميدان الكتريكي يرابطه.آنرا رسم كنيدوآوريد

.د بدست آوريداي براي ولتاژ پيونرابطه)ب

 Vo-Vبطـور مشخصـي برحسـب   وآنـرا هاي دهنده يونيزه شده را حساب كنيدناشي از اتمQبار) ج

.بنويسيد

.يدوربدست آرا پيوندي اين ديودظرفيت خازن رابطه )د

5سوال

)4(

sec10هـا حفـره ول عمر طاينكه، با فرضP+Nيك ديود اگر در  6−=Pτ  ديـود ن و جريـا باشـد

داده شده باشد؛ بصورت زير پالس يك بصورت

sec20را در فاصله زماني Nبار ذخيره شده در ناحيه ) الف µ<< tمحاسبه و رسم كنيد.

.توضيح دهيدميكرو ثانيه ولتاژ دو سر ديود به صفر ميرسد؟2آيا در زمان ) ب

نصوريم-موفق باشيد


